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유도결합플라즈마 장치를Internal Antenna-type

이용한 나노결정질 실리콘 증착에 관한 연구
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나노 다결정 실리콘은 비정질 실리콘보다 전기적 특성이 우수하고 빛에 의한 전기적, 특성

저하가 비정질 실리콘 보다 낮다 따라서 박막 트랜지스터. (TFT, Thin Film Transistor)를 비정질

실리콘 층을 나노 다결정 실리콘 층으로 대체하면 주변회로의 일체화가 용이하고 고속의,
정보처리가 가능하게 된다.(1)-(3)

의 대형화에 따라 나노 다결정 실리콘 증착 역시 대TFT-LCD
면적화가 활발히 연구되고 있으나 대부분 정전결합플라즈마, (CCP, Capacitively Coupled

를 이용한 것으로서 유도결합플라즈마Plasma) (ICP, Inductively Coupled 에 관한 연구는Plasma)
많은 연구자들이 진행중이다.(4)

나노 다결정 실리콘 박막 증착을 하기 위해서 현재 정전결합

플라즈마 를 이용한(CCP, Capacitively Coupled Plasma) PECVD (Plasma Enhanced Chemical
공정에 관한 연구가 활발히 이루어지고 있다 유도결합플라즈마는Vapor Deposition) . (ICP,

정전결합플라즈마보다 플라즈마 밀도가 높고 파워전달 효율이 좋Inductively Coupled Plasma)
은 것으로 알려져 있기 때문에 대면적화에 적용하기 위하여 많은 연구자들의 활발한 연구가

진행되어지고 있다.
본 연구에서는 정전결합플라즈마 보다 플라즈마 밀도가 상대적으로 높은 유도결합플라즈

마를 이용하여 대면적 챔버 사이즈에 크기의 기판위에(1,020mm X 830mm) 370mm X 470mm
나노 다결정 실리콘 증착에 대한 것이다.
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